BA170...BA172

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden
fiir allgemeine Anwendungen in der
Unterhaltungselektronik sowie als
Schaltdioden

Glasgehduse JEDECDO-35
54 A2 nach DIN 41880
Gewichtca.0,13g

MaBe in mm

In listenméBiger Ausfiihrung werden
diese Dioden gegurtet geliefert.
Né&heres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte

Sperrspannung
BA 170
BA 171
BA 172

Richtstrom in Einwegschaltung
mit R-Last bei Ty = 25 °C
Verlustleistung bei Ty = 25 °C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Kennwerte bei Ty = 25 °C
DurchlaBspannung bei /g = 80 mA

Sperrstrom

BA170beiUg =10V
BA 171 beilUg =15V
BA172beiUg =25V

Durchbruchspannung
gemessen mit 5-pA-Impulsen
BA170

BA 171

BA 172

differentieller DurchlaBwiderstand
beilr= 100 mA

Sperrverzogerungszeit
beim Umschalten von Ig = 10 mA
aufl/p = 10 mA bis/g = 1 mA

Wiéarmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft

Ptot
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U(sr)R
U(sRr)r
Uisr)r
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<<<
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°C
°C
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1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréhte in 4 mm Abstand vom Gehduse auf

Umgebungstemperatur gehalten werden.
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BA170... BA172

DurchlaBkennlinie zuldssiger Richtstrom in
Einwegschaltung
mit R-Last in Abhangigkeit
von der Umgebungstemperatur
(siehe FuBnote auf Seite 62)
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zulassige Verlustleistung
in Abhéangigkeit von der

Umgebungstemperatur
(siehe FuBnote auf Seite 62)
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BAV 17...21

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden
fiir allgemeine Anwendungen

Glasgehéduse JEDEE DO-35
54 A 2 nach DIN 41880
Gewichtca.0,13g

MaBe in mm

In listenmé&Biger Ausfiihrung werden
diese Dioden gegurtet geliefert.
Néheres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte
Typ Sperrspannung

URrV
BAV 17 25
BAV 18 60
BAV 19 120
BAV 20 200
BAV 21 250
DurchlaB-Gleichstrom IF 2501) mA
bei Ty =25°C
Richtstrom in Einwegschaltung Io 2001) mA
mit R-Last bei Ty =25°Cu. f 250 Hz
period. DurchlaBstrom IFRM 6251) mA
bei f =50 Hz,8 = 180° u. Ty = 25 °C
StoBstrom fiirt <t s Irsm 1 A
ausgehend von T; = 25 °C
Verlustleistung bei Ty = 25 °C Prot 400%) mwW
Sperrschichttemperatur Tj 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts -65..+175 °C
Kennwerte bei Tj=25°C
DurchlaBspannung bei /g = 100 mA Ur <1 \

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréhte in 8 mm Abstand vom
Gehéduse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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BAV 17... BAV 21

differentieller DurchlaB- Kapazitit
widerstand in Abhangigkeit in Abhangigkeit
vom DurchiaBstrom von der Sperrspannung
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BAW 21

Silizium-Epitaxie-Planar-Diode f
Kontaktschutzdiode (Controlled Avalanche Diode)
mit definiertem Durchbruchverhalten g 1
fur Relais- und Telefonschaltungen. s T

E

max.158 ¢

Glasgehause JEDEC BO-35 ¥8
54 A2 nach DIN 41880 3
Gewichtca. 0,13 g Katoden-
MaBe in mm @ Kennzeichen

c b
In listenmaBiger Ausfithrung wird E ]
diese Diode gegurtet geliefert. 05¢
Néheres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte

Sperrspannung Ur 701) \
Richtstrom in Einwegschaltung Ig 4002) mA
mit R-Last bei Ty = 25 °C, f >50 Hz

StoBstrom

beit=1ps Irsm 6 A
beit=1s Iesm 1,5 A
period. Spitzenstrom lerm 8002) mA
Sperrstrom im Durchbruch Irm 600 mA
Sperrschichttemperatur , T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts —65...+200 °C

Kennwerte bei Tj=25°C /

DurchlaBspannung bei Ir = 200 mA Ur <1 \
Sperrstrom

bei Ug =70V In <100 nA
beiUgr =70V, Tj= 150 °C Ir <100 pA
Wéarmewiderstand Rinu <0,32) K/imw

Sperrschicht - umgebende Luft

1) Dieser Wert darf bei Einhaltung des Grenzwertes Igy liberschritten werden:

a. beieinerEnergie E<5mWsbei Tj=25°C(beihéherer TemperaturmuB Eum
0,015 mWSs/K verringert werden).

b. bei Rechteckimpulsen und einer Periodendauer (Abstand der Impulse) von
T =50 ms sowie einem Tastverhiltnis » <0,01.

2) Dieser Wertgilt, wenn die AnschluBdréahte in 8 mm Abstand vom Geh#use auf
Umgebungstemperaturgehaltenwerden.
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BAW 21

Durchbruchspannung Uwrr  90...150 Y
beilg =1 mA
Kapazitat Ctot 25 (<35) pF

beiUg =0, f=1MHz

Sperrvetzug trr 35 (<50) ns
beim Umschalten von Ir = 30 mA
aufUg=3V,R =100 Q,

bis Ig = 3 mA
Tem
—g tP po—
>t
T v=tp/T
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BAW 21

mA

DurchlaBkennlinien

~  BAw 21
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zuléassiger Strom im Durch-
bruchgebiet in Abhangigkeit
von der Einschaltdauer
(siehe FuBnote 1) auf Seite 68)
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